


торая вполне адекватно описывает механизмы формирования радиационных дефектов и взаим­

ной компенсации электронов и дырок при разных температурах облучения. 

С практической точки зрения итогом проведенной работы является решение задачи по­

вышения радиационной стойкости карбида кремния, имеющей важное значение для развития 

физики полупроводников и полупроводникового материаловедения. 

Есть замечание по схеме расположения основных глубоких уровней в запрещенной зоне 

4H-SiC (Рис. 12 автореферата). Цитирую с. 22 «Уровень АЗ расположен в нижней половине зо­

ны, и энергия его ионизации еще больше, чем энергия ионизации уровня А2». На самом деле 

оба уровня (А2 и АЗ) являются акцепторными, и для них под энергией ионизации понимается 

энергия высвобождения дырки в валентную зону. Эта энергия меньше для уровня АЗ. 

Данное замечание не снижает общую положительную оценку выполненной работы. 

Представленные результаты прошли успешную апробацию на российских и международных 

конференциях, а также опубликованы в периодических изданиях, входящих в международные и 

российские базы данных. 

Считаю, что диссертационная работа К.С. Давыдовской «Влияние температуры облу­

чения на образование радиационных дефектов в карбиде кремния и деградацию приборов 

на его основе» соответствует всем требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соис­

кание учёной степени кандидата технических наук, а её автор заслуживает присуждения иско­

мой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11 - Физика полу­

проводников. 
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